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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　導電性の基板と、
　前記基板上に並設され、第１導電形の第１半導体層と、第２導電形の第２半導体層と、
前記第１半導体層と前記第２半導体層との間に設けられた発光層と、をそれぞれ含む２以
上の発光体であって、前記基板に電気的に接続された第１発光体と、前記第１発光体に直
列接続された第２発光体と、を含む２以上の発光体と、
　前記第１発光体と前記基板との間に設けられ、前記第１発光体の第１半導体層および前
記基板に電気的に接続された第１電極と、
　前記第２発光体と前記基板との間に設けられ、前記第２発光体の第１半導体層に電気的
に接続された第２電極と、
　前記第２発光体における第２半導体層の表面から前記第２発光体を貫き前記第２電極に
連通するコンタクトホールを介して前記第１発光体の第２半導体層と前記第２電極とを電
気的に接続する第１配線と、
　を備えた半導体発光装置。
【請求項２】
　前記第２電極と前記基板との間に設けられた絶縁層をさらに備えた請求項１記載の半導
体発光装置。
【請求項３】
　前記第１電極と前記基板との間、および、前記第２電極と前記基板との間に設けられた
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絶縁層と、
　前記絶縁層を貫通し、前記第１電極に接続された導電体と、
　をさらに備え、
　前記第１発光体は、前記導電体を介して前記基板に電気的に接続される請求項１記載の
半導体発光装置。
【請求項４】
　前記２以上の発光体は、前記第２発光体に直列接続された第３発光体と、
　前記第３発光体と前記基板との間に設けられ、前記第３発光体の第１半導体層に電気的
に接続された第３電極と、
　前記第３発光体における第２半導体層の表面から前記第３発光体を貫き前記第３電極に
連通するコンタクトホールを介して前記第２発光体の第２半導体層と前記第３電極とを電
気的に接続する第２配線と、
　をさらに備えた請求項１～３のいずれか１つに記載の半導体発光装置。
【請求項５】
　前記２以上の発光体は、前記第１発光体と前記第１電極を共有する第４発光体と、前記
第４発光体に直列接続された第５発光体と、をさらに含む請求項１～４のいずれか１つに
記載の半導体発光装置。
【請求項６】
　導電性の基板と、
　前記基板上に並設され、第１導電形の第１半導体層と、第２導電形の第２半導体層と、
前記第１半導体層と前記第２半導体層との間に設けられた発光層と、をそれぞれ含む２以
上の発光体であって、前記基板に電気的に接続された第１発光体と、前記第１発光体に直
列接続された第２発光体と、を含む２以上の発光体と、
　前記第１発光体と前記基板との間に設けられ、前記第１発光体の第１半導体層に電気的
に接続された第１電極と、
　前記第１発光体における第２半導体層の表面から前記第１発光体を貫き前記第１電極に
連通するコンタクトホールを介して前記第２発光体の第２半導体層と前記第１電極とを電
気的に接続する配線と、
　前記第１発光体において前記第１半導体層と発光層とを貫通し第２半導体層に至るリセ
ス部中に設けられ、前記第１発光体の第２半導体層および前記基板に電気的に接続された
第２電極と、
　を備えた半導体発光装置。
【請求項７】
　導電性の基板と、
　前記基板上に並設され、第１導電形の第１半導体層と、第２導電形の第２半導体層と、
前記第１半導体層と前記第２半導体層との間に設けられた発光層と、をそれぞれ含む２以
上の発光体であって、第１発光体と、前記第１発光体に直列接続された第２発光体と、を
含む２以上の発光体と、
　前記基板と前記第１発光体との間、および、前記基板と前記第２発光体との間に設けら
れた絶縁層と、
　前記第１発光体の第１半導体層と、前記第２発光体の第２半導体層と、を電気的に接続
する配線であって、その全体が前記絶縁層中に設けられた配線と、
　を備え、
　前記基板は、前記第１発光体の第２半導体層および前記第２発光体の第１半導体層のい
ずれか一方に電気的に接続された半導体発光装置。
【請求項８】
　導電性の基板と、
　前記基板上に並設され、第１導電形の第１半導体層と、第２導電形の第２半導体層と、
前記第１半導体層と前記第２半導体層との間に設けられた発光層と、をそれぞれ含む２以
上の発光体であって、第１発光体と、前記第１発光体に直列接続された第２発光体と、を
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含む２以上の発光体と、
　前記第１発光体と前記基板との間に設けられ、前記第１発光体の第１半導体層に電気的
に接続された第１電極と、
　前記第１発光体において、第１半導体層と発光層とを貫通し第２半導体層に至る第１リ
セス部を介して前記第１発光体の第２半導体層に電気的に接続された第２電極と、
　前記第２発光体と前記基板との間に設けられ、前記第２発光体の第１半導体層に電気的
に接続された第３電極と、
　前記第２発光体において、第１半導体層と発光層とを貫通し第２半導体層に至る第２リ
セス部を介して前記第２発光体の第２半導体層に電気的に接続された第４電極であって、
前記基板に電気的に接続された第４電極と、
　前記第２電極と前記第３電極とを電気的に接続した配線と、
　を備え、
　前記第２電極は、前記第１発光体の前記第２半導体層に接する第１層と、前記第１リセ
ス部内を埋め込んだ第２層と、を含み、
　前記第４電極は、前記第２発光体の前記第２半導体層に接する第１層と、前記第２リセ
ス部内を埋め込んだ第２層と、を含む半導体発光装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　実施形態は、半導体発光装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　発光ダイオード（Light Emitting Diode：ＬＥＤ）を光源とする半導体発光装置がある
。このような半導体発光装置は、複数のＬＥＤを基板上に集積化することにより、高輝度
化を実現できる。また、複数のＬＥＤを直列に接続することにより、例えば、並列接続さ
れたＬＥＤを同じ電力で駆動する場合に比べて駆動電流を低減し、半導体発光装置の信頼
性を向上できる。しかし、複数のＬＥＤを直列接続するためには、それらを基板から電気
的に絶縁する必要があり、また、外部回路に接続するためのボンディングパッドも基板上
に配置する必要がある。このため、ＬＥＤの熱放散が阻害され、また、装置の小型化が難
しくなる場合がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１４－１５８０２０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　実施形態は、直列接続されたＬＥＤの熱放散を向上させ、小型が可能な半導体発光装置
を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　実施形態に係る半導体発光装置は、導電性の基板と、前記基板上に並設され、第１導電
形の第１半導体層と、第２導電形の第２半導体層と、前記第１半導体層と前記第２半導体
層との間に設けられた発光層と、をそれぞれ含む２以上の発光体と、を備える。２以上の
発光体は、前記基板に電気的に接続された第１発光体と、前記第１発光体に直列接続され
た第２発光体と、を含む。さらに、前記第１発光体と前記基板との間に設けられ、前記第
１発光体の第１半導体層および前記基板に電気的に接続された第１電極と、前記第２発光
体と前記基板との間に設けられ、前記第２発光体の第１半導体層に電気的に接続された第
２電極と、前記第２発光体における第２半導体層の表面から前記第２発光体を貫き前記第
２電極に連通するコンタクトホールを介して前記第１発光体の第２半導体層と前記第２電
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極とを電気的に接続する第１配線と、を備える。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】第１実施形態に係る半導体発光装置を示す断面図である。
【図２】第１実施形態に係る半導体発光装置を示す上面図および等価回路である。
【図３】第１実施形態の変形例に係る半導体発光装置を示す上面図である。
【図４】第１実施形態に係る半導体発光装置の製造過程を示す断面図である。
【図５】図４に続く製造過程を示す断面図である。
【図６】図５に続く製造過程を示す断面図である。
【図７】図６に続く製造過程を示す断面図である。
【図８】第２実施形態に係る半導体発光装置を示す断面図である。
【図９】第３実施形態に係る半導体発光装置を示す断面図である。
【図１０】第３実施形態の変形例に係る半導体発光装置を示す断面図である。
【図１１】第４実施形態に係る半導体発光装置を示す断面図である。
【図１２】発光体に対するボンディングパッドの面積比を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　以下、実施の形態について図面を参照しながら説明する。図面中の同一部分には、同一
番号を付してその詳しい説明は適宜省略し、異なる部分について説明する。なお、図面は
模式的または概念的なものであり、各部分の厚みと幅との関係、部分間の大きさの比率な
どは、必ずしも現実のものと同一とは限らない。また、同じ部分を表す場合であっても、
図面により互いの寸法や比率が異なって表される場合もある。
【０００８】
　さらに、各図中に示すＸ軸、Ｙ軸およびＺ軸を用いて各部分の配置および構成を説明す
る。Ｘ軸、Ｙ軸、Ｚ軸は、相互に直交し、それぞれＸ方向、Ｙ方向、Ｚ方向を表す。また
、Ｚ方向を上方、その反対方向を下方として説明する場合がある。
【０００９】
　実施形態の記載は例示であって、発明をそれに限定するものではない。また、各実施形
態に記載の構成要素は、技術的に可能であれば、共通に適用され得るものである。以下、
第１導電形をｎ形、第２導電形をｐ形として説明するが、第１導電形をｐ形、第２導電形
をｎ形としても良い。
【００１０】
　［第１実施形態］
　図１は、第１実施形態に係る半導体発光装置１を示す断面図である。図２（ａ）は、半
導体発光装置１を示す上面図である。図１は、図２（ａ）中に示すＡ－Ａ線に沿った断面
図である。また、図２（ｂ）は、半導体発光装置１を示す等価回路である。
【００１１】
　図１に示すように、半導体発光装置１は、基板１０と、第１発光体（以下、発光体２０
ａ）と、第２発光体（以下、発光体２０ｂ）と、を備える。基板１０は、導電性を有し、
例えば、シリコン基板である。発光体２０ａおよび２０ｂは、ｎ形半導体層２１、発光層
２３およびｐ形半導体層２５をそれぞれ含む。発光層２３は、ｎ形半導体層２１とｐ形半
導体層２５との間に設けられる。
【００１２】
　ｎ形半導体層２１は、例えば、ｎ形窒化ガリウム層（ＧａＮ層）を含む。また、ｎ形半
導体層２１は、ＧａＮ、窒化アルミニウム（ＡｌＮ）、窒化アルミニウムガリウム（Ａｌ
ＧａＮ）などを含むバッファ層をさらに含んでも良い。その場合、ｎ形ＧａＮ層は、バッ
ファ層と発光層２３との間に設けられる。
【００１３】
　発光層２３は、例えば、窒化インジウムガリウム（ＩｎＧａＮ）からなる井戸層と、Ｇ
ａＮからなる障壁層と、により構成される量子井戸を含む。また、発光層２３は、複数の
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量子井戸を含む多重量子井戸構造を有しても良い。
【００１４】
　ｐ形半導体層２５は、例えば、ｐ形ＡｌＧａＮ層とｐ形ＧａＮ層とを積層した構造を有
する。ｐ形ＡｌＧａＮ層は、発光層２３の上に形成され、ｐ形ＧａＮ層は、ｐ形ＡｌＧａ
Ｎ層の上に形成される。
【００１５】
　半導体発光装置１は、ｐ側コンタクト層２７、ｐ側電極３０ａおよびｐ側電極３０ｂを
さらに備える。ｐ側コンタクト層２７は、発光体２０ａおよび２０ｂのｐ形半導体層２５
にそれぞれ電気的に接続される。ｐ側電極３０ａおよび３０ｂは、ｐ形半導体層２５の表
面上においてそれぞれｐ側コンタクト層２７を覆う。ｐ側電極３０ａは、ｐ側コンタクト
層２７を介して発光体２０ａのｐ形半導体層２５に電気的に接続される。ｐ側電極３０ｂ
は、別のｐ側コンタクト層２７を介して発光体２０ｂのｐ形半導体層２５に電気的に接続
される。
【００１６】
　ｐ側コンタクト層２７は、ｐ形半導体層２５に対するコンタクト抵抗が小さく、発光層
２３の放射光に対する反射率が高い材料を用いることが好ましい。ｐ側コンタクト層２７
は、例えば、銀（Ａｇ）を含む金属層である。ｐ側電極３０ａおよび３０ｂには、発光層
２３の放射光に対する反射率が高い材料、例えば、アルミニウムを用いる。
【００１７】
　発光体２０ａおよび２０ｂは、接合層４０および絶縁層５０を介して基板１０の上に設
けられる。接合層４０は、導電性を有し、基板１０と絶縁層５０との間に設けられる。ｐ
側電極３０ａおよびｐ側コンタクト層２７は、絶縁層５０と発光体２０ａとの間に位置す
る。ｐ側電極３０ｂおよびｐ側コンタクト層２７は、絶縁層５０と発光体２０ｂとの間に
位置する。
【００１８】
　絶縁層５０は、ｐ側電極３０ａに連通するコンタクトホール５０ａを有する。コンタク
トホール５０ａの内部には、例えば、ｐ側電極３０ａに接続された導電体４５が設けられ
る。すなわち、発光体２０ａは、ｐ側コンタクト層２７、ｐ側電極３０ａ、導電体４５お
よび接合層４０を介して基板１０に電気的に接続される。一方、発光体２０ｂは、絶縁層
５０により接合層４０および基板１０から電気的に絶縁される。実施形態は、これに限定
される訳ではなく、例えば、導電体４５を設けず、接合層４０の一部がコンタクトホール
５０ａの内部に延び、ｐ側電極３０ａに接続される構造でも良い。
【００１９】
　半導体発光装置１は、発光体２０ａのｎ形半導体層２１とｐ側電極３０ｂとを電気的に
接続する配線３５をさらに備える。発光体２０ｂは、その上面からｐ側電極３０ｂに連通
するコンタクトホール３１を有する。配線３５の一方の端は、発光体２０ｂに設けられた
コンタクトホール３１中に延び、ｐ側電極３０ｂに接続される。また、配線３５の他方の
端は、発光体２０ａ側に延び、発光体２０ａのｎ形半導体層２１に接続される。これによ
り、発光体２０ｂは、発光体２０ａに直列接続される。
【００２０】
　配線３５は、絶縁層３３の上に形成される。絶縁層３３は、発光体２０ａおよび２０ｂ
のそれぞれの上面の一部、それぞれの側面およびコンタクトホール３１の内壁を覆う。配
線３５は、絶縁層３３により発光体２０ｂのｎ形半導体層２１、発光層２３およびｐ形半
導体層２５から電気的に絶縁される。また、配線３５は、絶縁層３３により発光体２０ａ
の発光層２３およびｐ形半導体層２５から電気的に絶縁される。配線３５は、好ましくは
、その最表面に、例えば、金（Ａｕ）層を有する。
【００２１】
　図２（ａ）は、半導体発光装置１の上面（以下、チップ面）の配置を示す模式図である
。半導体発光装置１は、複数の発光体２０と、ｎ側ボンディングパッド６０と、を備える
。隣接する発光体２０は、配線３５により電気的に接続される。また、隣接する発光体２
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０間において、２つ以上の配線３５を配置しても良い。これにより、配線３５のそれぞれ
を流れる電流を低減できる。
【００２２】
　複数の発光体２０は、例えば、発光体２０に直列接続された第３発光体（以下、発光体
２０ｃ）をさらに含む。基板１０と発光体２０ｃとの間には、ｐ側電極３０ｃが設けられ
る。そして、　発光体２０ｂのｎ形半導体層２１は、配線３５によりｐ側電極３０ｃに電
気的に接続される。配線３５は、発光体２０ｃに設けられたコンタクトホール３１を介し
てｐ側電極３０ｃに接続される。
【００２３】
　図２（ｂ）に示すように、複数の発光体２０は、例えば、２つの発光体群ＧＡおよびＧ
Ｂを含む。発光体群ＧＡおよびＧＢは、直列接続された８つの発光体２０をそれぞれ含む
。発光体群ＧＡおよびＧＢは、基板１０およびｎ側ボンディングパッド６０に並列接続さ
れる。例えば、発光体２０ａおよび２０ｄは、発光体群ＧＡおよびＧＢの一方の端に位置
し、基板１０に電気的に接続される。
【００２４】
　発光体２０ａおよび２０ｄは同じ構造を有し、それぞれ導電体４５を介して基板１０に
電気的に接続される（図１参照）。また、発光体２０ｆおよび２０ｇは、それぞれ発光体
群ＧＡおよびＧＢの他方の端に位置し、ｎ側ボンディングパッド６０に電気的に接続され
る。
【００２５】
　図２（ａ）に示すように、ｎ側ボンディングパッド６０は、発光体２０ｆおよび２０ｇ
の上に跨って設けられる。ボンディングパッド６０は、発光体２０ｆおよび２０ｇのカソ
ード側、例えば、ｎ形半導体層２１に電気的に接続される。
【００２６】
　このように、半導体発光装置１では、直列接続された発光体２０の一方の端が基板１０
に電気的に接続され、他方の端がチップ面上に配置されたｎ側ボンディングパッド６０に
電気的に接続される。これにより、アノード側もしくはカソード側のボンディングパッド
をチップ面から省くことが可能となり、発光体２０の発光面積を拡大できる。例えば、直
径１００マイクロメートル（μｍ）のボンディングパッドをチップ面上に配置するには、
直径１４０μｍ程度の非発光領域を設ける必要がある。これは、１ｍｍ角のチップサイズ
を有する半導体発光装置において、発光領域の面積の３％に相当する。
【００２７】
　図１２（ａ）～図１２（ｄ）は、発光体２０に対するボンディングパッドの面積比を示
すグラフである。横軸は、基板１０の上に配置される発光体２０の数である。縦軸は、1
つの発光体２０に対するボンディングパッドの面積比である。各図のＰＡ１は、基板１０
の上に配置されるボンディングパッドの数が１つの場合を示す。ＰＡ２は、基板１０の上
に配置されるボンディングパッドの数が２つの場合を示す。
【００２８】
　図１２（ａ）は、基板１０の１辺の寸法、すなわち、チップサイズが３ｍｍである場合
を表わしている。図１２（ｂ）～図１２（ｄ）のチップサイズは、それぞれ２．５ｍｍ、
２．０ｍｍおよび１．５ｍｍである。図１２（ａ）～図１２（ｄ）に示すように、発光体
２０の数が増えるほど、ボンディングパッドの面積の比率は大きくなる。そして、ボンデ
ィングパッドの数を１つにすると、ボンディングパッドの面積比は低減される。また、チ
ップサイズが小さくなるほど、ボンディングパッドの面積比は大きくなる。
【００２９】
　図２（ａ）に示すように、発光体２０のサイズは、同じであることが好ましい。例えば
、直列接続された各発光体２０の発光層２３の面積を同じにすることにより、各発光層２
３に流れる駆動電流の密度を同じにすることが好ましい。これにより、各発光体２０の輝
度が均等になり、チップ面上の発光分布を均一にすることができる。例えば、サイズが異
なる複数の発光体２０を配置すると、小さいサイズの発光体２０において電流密度が高く
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なり輝度が低下する場合がある。また、電流密度の高い部分では、エレクトロマイグレー
ション等が生じ易くなる。このため、発光体２０のサイズを同じにすることにより、半導
体発光装置１の発光を均一化し、その信頼度を向上させることができる。
【００３０】
　さらに、隣接する発光体２０間の間隔ＷＥは、複数の発光体２０を囲むダイシングライ
ンＤＬの幅ＷＤよりも狭くすることが望ましい。これにより、半導体発光装置のサイズを
小さくすることができる。また、隣接する発光体２０間の低輝度領域を少なくし、発光の
均一化を図ることができる。また、ｐ側電極３０の外縁３０ｐは、例えば、チップ面上に
おいて発光体２０の内側に位置するように形成することが望ましい。
【００３１】
　図３は、第１実施形態の変形例に係る半導体発光装置２を示す上面図である。半導体発
光装置２は、複数の発光体２０と、ｎ側ボンディングパッド６５と、を備える。複数の発
光体２０は、発光体群ＧＡおよびＧＢを含む。発光体群ＧＡおよびＧＢは、図示しない基
板１０とｎ側ボンディングパッド６５とに並列接続される（図２（ｂ）参照）。
【００３２】
　ｎ側ボンディングパッド６５は、発光体２０ｆおよび２０ｇに隣接して配置される。そ
して、ｎ側ボンディングパッド６５は、配線６５ａおよび６５ｂを介して発光体２０ｆお
よび２０ｇのｎ形半導体層２１にそれぞれ電気的に接続される。
【００３３】
　また、この例では、発光体２０ａは、発光体２０ｄとｐ側電極３０ｈを共有する。ｐ側
電極３０ｈは、基板１０と発光体２０ａとの間、および、基板１０と発光体２０ｄとの間
に設けられる。また、ｐ側電極３０ｈは、絶縁層５０のコンタクトホール５０ａを介して
基板１０に電気的に接続される（図１参照）。
【００３４】
　さらに、複数の発光体２０は、発光体２０ｄに直列接続された発光体２０ｅを含む。基
板１０と発光体２０ｅとの間には、ｐ側電極３０ｅが設けられる。そして、発光体２０ｄ
のｎ形半導体層２１は、配線３５によりｐ側電極３０ｅに電気的に接続される。配線３５
は、発光体２０ｅに設けられたコンタクトホール３１を介してｐ側電極３０ｅに接続され
る。
【００３５】
　次に、図４（ａ）～図７（ｂ）を参照して、第１実施形態に係る半導体発光装置１の製
造方法を説明する。図４（ａ）～図７（ｂ）は、半導体発光装置１の製造過程を順に示す
断面図である。
【００３６】
　図４（ａ）に示すように、基板１００の上にｎ形半導体層２１、発光層２３およびｐ形
半導体層２５を順に積層する。本明細書において、積層される状態は、直接接している状
態に加え、間に別の要素が挿入される状態も含む。
【００３７】
　基板１００は、例えば、シリコン基板またはサファイア基板である。ｎ形半導体層２１
、発光層２３およびｐ形半導体層２５は、それぞれ窒化物半導体を含む。ｎ形半導体層２
１、発光層２３およびｐ形半導体層２５は、例えば、ＡｌｘＧａ１－ｘ－ｙＩｎｙＮ（ｘ
≧０、ｙ≧０、ｘ＋ｙ≦１）を含む。
【００３８】
　ｎ形半導体層２１は、例えば、ｎ形不純物であるシリコン（Ｓｉ）をドーピングしたｎ
形ＧａＮコンタクト層と、Ｓｉをドーピングしたｎ形ＡｌＧａＮクラッド層と、を含む。
ｎ形ＡｌＧａＮクラッド層は、例えば、ｎ形ＧａＮコンタクト層と発光層２３との間に配
置される。ｎ形半導体層２１は、バッファ層をさらに含んでも良い。例えば、ｎ形ＧａＮ
コンタクト層は、バッファ層とｎ形ＡｌＧａＮクラッド層との間に配置される。バッファ
層は、例えば、ＡｌＮ、ＡｌＧａＮおよびＧａＮの少なくともいずれか１つを含む。
【００３９】
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　発光層２３は、例えば、多重量子井戸（ＭＱＷ）構造を有する。ＭＱＷ構造においては
、例えば、複数の障壁層と、複数の井戸層と、が交互に、積層される。例えば、井戸層に
は、ＡｌＧａＩｎＮもしくは、ＧａＩｎＮが用いられる。障壁層には、例えば、Ｓｉをド
ーピングしたｎ形ＡｌＧａＮ、もしくは、Ｓｉをドーピングしたｎ形Ａｌ０．１Ｇａ０．

９Ｎが用いられる。障壁層の厚さは、例えば、２ナノメートル（ｎｍ）以上、３０ｎｍ以
下である。複数の障壁層のうちで、最もｐ形半導体層２５に近い障壁層（ｐ側障壁層）は
、他の障壁層とは、組成もしくは厚さが異なっても良い。
【００４０】
　発光層２３から放出される光（発光光）の波長（ピーク波長）は、例えば、２１０ｎｍ
以上７００ｎｍ以下である。発光光のピーク波長は、例えば、３７０ｎｍ以上４８０ｎｍ
以下でもよい。
【００４１】
　ｐ形半導体層２５は、例えば、ノンドープのＡｌＧａＮスペーサ層と、ｐ形不純物であ
るマグネシウム（Ｍｇ）をドーピングしたｐ形ＡｌＧａＮクラッド層と、Ｍｇをドーピン
グしたｐ形ＧａＮ層と、Ｍｇをより高濃度にドーピングしたｐ形ＧａＮコンタクト層と、
を含む。ｐ形ＧａＮコンタクト層と発光層２３との間に、ｐ形ＧａＮ層が配置される。ｐ
形ＧａＮ層と発光層２３との間に、ｐ形ＡｌＧａＮクラッド層が配置される。ｐ形ＡｌＧ
ａＮクラッド層と発光層２３との間に、ＡｌＧａＮスペーサ層が配置される。例えば、ｐ
形半導体層２５は、Ａｌ０．１１Ｇａ０．８９Ｎスペーサ層、ｐ形Ａｌ０．２８Ｇａ０．

７２Ｎクラッド層、ｐ形ＧａＮ層、および、ｐ形ＧａＮコンタクト層を含む。
【００４２】
　さらに、ｐ形半導体層２５の上にｐ側コンタクト層２７およびｐ側電極３０ａ、３０ｂ
を選択的に形成する。ｐ側コンタクト層２７は、例えば、Ａｇを含む金属層であり、真空
蒸着法を用いて形成される。ｐ側電極３０ａおよび３０ｂは、それぞれｐ側コンタクト層
２７を覆う。ｐ側電極３０ａおよび３０ｂは、例えば、アルミニウム（Ａｌ）を含む金属
層であり、真空蒸着法を用いて形成される。
【００４３】
　図４（ｂ）に示すように、ｐ側電極３０ａ、３０ｂおよびｐ形半導体層２５の表面を覆
う絶縁層５０を形成する。絶縁層５０は、例えば、ＣＶＤ（Chemical Vapor Deposition
）を用いて形成されるシリコン酸化層もしくはシリコン窒化層である。また、絶縁層５０
は、例えば、シリコン酸化層とシリコン窒化層とを積層した構造を有しても良い。
【００４４】
　図４（ｃ）に示すように、絶縁層５０にコンタクトホール５０ａを形成し、導電体４５
を埋め込む。導電体４５は、例えば、アルミニウム（Ａｌ）もしくは窒化チタニウム（Ｔ
ｉＮ）を含む。
【００４５】
　図５（ａ）に示すように、絶縁層５０および導電体４５の上に金属層４１および４３を
形成する。金属層４１は、例えば、Ｔｉ、Ｐｔ、Ｎｉの少なくともいずれか１つを含む。
また、金属層４３は、例えば、ハンダ材などの接合金属を含む。金属層４３は、例えば、
Ｎｉ－Ｓｎ系、Ａｕ－Ｓｎ系、Ｂｉ－Ｓｎ系、Ｓｎ－Ｃｕ系、Ｓｎ－Ｉｎ系、Ｓｎ－Ａｇ
系、Ｓｎ－Ｐｂ系、Ｐｂ－Ｓｎ－Ｓｂ系、Ｓｎ－Ｓｂ系、Ｓｎ－Ｐｂ－Ｂｉ系、Ｓｎ－Ｐ
ｂ－Ｃｕ系、Ｓｎ－Ｐｂ－Ａｇ系、およびＰｂ－Ａｇ系のハンダ材の少なくともいずれか
１つを含む。
【００４６】
　図５（ｂ）に示すように、金属層４３の上方に基板１０を配置する。基板１０は、金属
層４３と向き合う表面上に金属層４７および４９を有する。金属層４７は、例えば、Ｔｉ
、Ｐｔ、Ｎｉの少なくともいずれか１つを含む。また、金属層４９は、例えば、ハンダ材
などの接合金属を含む。金属層４３は、例えば、Ｎｉ－Ｓｎ系、Ａｕ－Ｓｎ系、Ｂｉ－Ｓ
ｎ系、Ｓｎ－Ｃｕ系、Ｓｎ－Ｉｎ系、Ｓｎ－Ａｇ系、Ｓｎ－Ｐｂ系、Ｐｂ－Ｓｎ－Ｓｂ系
、Ｓｎ－Ｓｂ系、Ｓｎ－Ｐｂ－Ｂｉ系、Ｓｎ－Ｐｂ－Ｃｕ系、Ｓｎ－Ｐｂ－Ａｇ系、およ
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びＰｂ－Ａｇ系のハンダ材の少なくともいずれか１つを含む。
【００４７】
　続いて、金属層４３に金属層４９を接合させる。例えば、金属層４３に金属層４９を圧
着させ、接合金属の融点以上の温度に昇温する。これにより、金属層４３と金属層４９と
が融合し、基板１０は、基板１００の上方に接合される。
【００４８】
　図６（ａ）に示すように、基板１００を除去し、基板１０の上方にｎ形半導体層２１、
発光層２３およびｐ形半導体層２５を移載する。接合層４０は、金属層４１、４３、４７
および４９を含む。金属層４３と金属層４７は、融合され、一体化される。
【００４９】
　基板１００は、例えば、研削及びドライエッチング（例えば、ＲＩＥ：Reactive Ion E
tching）などの方法を用いて除去する。また、基板１００がサファイア基板の場合には、
例えば、ＬＬＯ（Laser Lift Off）を用いて除去する。
【００５０】
　図６（ｂ）に示すように、ｎ形半導体層２１の表面を、例えば、塩素ガスを用いたドラ
イエッチング処理により選択的にエッチングする。この処理に加えて、ウェットエッチン
グを実施することで、発光体２０の表面となる部分（表面２０ｓ）を粗面化する。これに
より、光取り出し効率を向上させることができる。また、配線３５を形成する部分（配線
部２９）も掘り下げられ、ｎ形半導体層２１のＺ方向の厚さが他の部分よりも薄くなる。
これにより、配線３５を形成することが容易となり、段差切れ等の不具合を防ぐことがで
きる。
【００５１】
　図７（ａ）に示すように、ｎ形半導体層２１、発光層２３およびｐ形半導体層２５を選
択的に除去し、複数の発光体２０に分割する。例えば、ＲＩＥまたはウェットエッチング
などの方法を用いてｎ形半導体層２１、発光層２３およびｐ形半導体層２５を選択的にエ
ッチングし、分離溝３７を形成する。分離溝３７の底面には、絶縁層５０の表面が露出す
る。好ましくは、コンタクトホール３１を同時に形成する。コンタクトホール３１は、例
えば、発光体２０ｂの上面からｐ側電極３０に至る深さに形成される。コンタクトホール
３１は、ｐ側電極３０の延在部３０ｋに連通する。
【００５２】
　図７（ｂ）に示すように、発光体２０を直列接続する配線３５を形成する。同時に、図
示しないｎ側ボンディングパッド６０（図２（ａ）参照）を形成する。例えば、複数の発
光体２０および絶縁層５０の表面を覆う絶縁層３３を形成する。絶縁層３３は、例えば、
プラズマＣＶＤを用いて形成されるシリコン酸化層である。続いて、例えば、異方性ドラ
イエッチングを用いて絶縁層３３を選択的にエッチングし、発光体２０の表面２０ｓを露
出させる。同時に、ｐ側電極３０の表面をコンタクトホール３１の底面に露出させる。次
に、配線３５となる金属層を形成した後、その金属層を選択的にエッチングすることによ
り、配線３５および側ボンディングパッド６０を形成する。配線３５およびｎ側ボンディ
ングパッド６０は、例えば、複数の金属層を積層した構造を有し、その最表面にＡｕ層を
含むように形成する。
【００５３】
　さらに、基板１０の裏面に金属層１５を形成する。例えば、基板１０の裏面側を研削し
、所定の厚さにした後、チタニウム（Ｔｉ）、白金（Ｐｔ）、金（Ａｕ）を順に蒸着し、
金属層１５を形成する。
【００５４】
　本実施形態では、導電性の基板１０を用いることにより、発光体２０のジュール熱を基
板１０および金属層１５を介して放散させることができる。また、チップ面に形成される
ボンディングパッドを１つにすることにより、半導体発光装置１の小型化を容易にする。
【００５５】
　［第２実施形態］
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　図８は、第２実施形態に係る半導体発光装置３を示す模式断面図である。半導体発光装
置３は、基板１０と、発光体２０ｘと、発光体２０ｙと、を備える。発光体２０ｘおよび
２０ｙは、ｎ形半導体層２１、発光層２３およびｐ形半導体層２５をそれぞれ含む。
【００５６】
　半導体発光装置３は、ｐ側コンタクト層２７、ｐ側電極３０ｘおよびｐ側電極３０ｙを
さらに備える。ｐ側コンタクト層２７は、発光体２０ｘおよび２０ｙのｐ形半導体層２５
にそれぞれ電気的に接続される。ｐ側電極３０ｘおよび３０ｙは、ｐ形半導体層２５の表
面上においてそれぞれｐ側コンタクト層２７を覆う。ｐ側電極３０ｘは、ｐ側コンタクト
層２７を介して発光体２０ｘのｐ形半導体層２５に電気的に接続される。ｐ側電極３０ｙ
は、別のｐ側コンタクト層２７を介して発光体２０ｙのｐ形半導体層２５に電気的に接続
される。
【００５７】
　発光体２０ｘおよび２０ｙは、接合層４０および絶縁層５０を介して基板１０の上に設
けられる。接合層４０は、導電性を有し、基板１０と絶縁層５０との間に設けられる。ｐ
側電極３０ｘおよびｐ側コンタクト層２７は、絶縁層５０と発光体２０ｘとの間に位置す
る。ｐ側電極３０ｙおよびｐ側コンタクト層２７は、絶縁層５０と発光体２０ｙとの間に
位置する。
【００５８】
　さらに、発光体２０ｙは、ｐ形半導体層２５の表面から発光層２３を貫通しｎ形半導体
層２１に至るリセス部８１を有する。そして、ｎ側電極８３が、リセス部８１の底面に設
けられる。ｎ側電極８３は、ｎ形半導体層２１に電気的に接続される。ｎ側電極８３は、
例えば、アルミニウムを含む金属層である。絶縁層５０は、リセス部８１中に延在し、そ
の壁面を覆う。また、接合層４０は、リセス部８１中に延在する部分（延在部４０ｇ）を
有する。延在部４０ｇは、ｎ側電極８３に電気的に接続される。すなわち、発光体２０ｙ
のｎ形半導体層２１は、ｎ側電極８３および接合層４０を介して基板１０に電気的に接続
される。
【００５９】
　一方、発光体２０ｘと基板１０との間に設けられたｐ側電極３０ｘは、絶縁層５０によ
り接合層４０および基板１０から電気的に絶縁される。すなわち、発光体２０ｘは、基板
１０から電気的に絶縁される。また、ｐ側電極３０ｘは、ｐ側ボンディングパッド７０に
電気的に接続された延在部３０ｋを有する。
【００６０】
　半導体発光装置３は、発光体２０ｘのｎ形半導体層２１とｐ側電極３０ｙとを電気的に
接続する配線３５をさらに備える。発光体２０ｙは、その上面からｐ側電極３０ｙに連通
するコンタクトホール３１を有する。配線３５の一方の端は、発光体２０ｙに設けられた
コンタクトホール３１中に延び、ｐ側電極３０ｙに電気的に接続される。また、配線３５
の他方の端は、発光体２０ｘ側に延び、発光体２０ｘのｎ形半導体層２１に電気的に接続
される。これにより、発光体２０ｙは、発光体２０ｘに直列接続される。
【００６１】
　上記の例では、発光体２０ｙは、発光体２０ｘに直接接続されるが、発光体２０ｙと発
光体２０ｘとの間に別の発光体２０を介在させ、３つ以上の発光体２０を直列接続しても
良い。
【００６２】
　このように、発光体２０のｎ形半導体層２１を基板１０に電気的に接続し、ｐ側電極３
０に電気的に接続されたｐ側ボンディングパッド７０をチップ面上に配置しても良い。こ
れにより、ｎ形半導体層２１に電気的に接続されるボンディングパッドを省略し、チップ
面に占める発光領域の面積を拡大することができる。これにより、半導体発光装置３を容
易に小型化することができる。
【００６３】
　［第３実施形態］
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　図９は、第３実施形態に係る半導体発光装置４を示す模式断面図である。半導体発光装
置４は、基板１１０と、発光体１２０ａと、発光体１２０ｂと、を備える。基板１１０は
、導電性を有する。基板１１０は、シリコン基板である。発光体１２０ａおよび１２０ｂ
は、基板１１０の上に設けられる。基板１１０の裏面側には、金属層１１５が設けられる
。発光体１２０ａおよび発光体１２０ｂは、例えば、窒化物半導体を含む。金属層１１５
は、例えば、チタニウム（Ｔｉ）、白金（Ｐｔ）、金（Ａｕ）を含む。
【００６４】
　発光体１２０ａおよび１２０ｂは、ｎ形半導体層１２１、発光層１２３およびｐ形半導
体層１２５をそれぞれ含む。発光層１２３は、ｎ形半導体層１２１とｐ形半導体層１２５
との間に設けられる。発光体１２０ａおよび１２０ｂは、発光部１２０ｅおよび非発光部
１２０ｎをそれぞれ有する。発光部１２０ｅは、ｎ形半導体層１２１、発光層１２３およ
びｐ形半導体層１２５を含む。非発光部１２０ｎは、ｎ形半導体層１２１の一部であり、
発光層１２３およびｐ形半導体層１２５を含まない。発光体１２０ａおよび１２０ｂの基
板１１０とは反対側の表面１２０ｓは、粗面化される。
【００６５】
　半導体発光装置４は、ｐ側コンタクト層１２７、ｐ側キャップ層１２９ａ、１２９ｂ、
ｎ側電極１３０ａおよび１３０ｂをさらに備える。ｐ側コンタクト層１２７は、発光体１
２０ａおよび１２０ｂのｐ形半導体層１２５にそれぞれ電気的に接続される。ｐ側コンタ
クト層１２７は、例えば、銀（Ａｇ）を含む金属層である。
【００６６】
　ｐ側キャップ層１２９ａは、発光体１２０ａのｐ形半導体層１２５に電気的に接続され
たｐ側コンタクト層１２７を覆う。ｐ側キャップ層１２９ｂは、発光体１２０ｂのｐ形半
導体層１２５に電気的に接続されたｐ側コンタクト層１２７を覆う。ｐ側キャップ層１２
９ａおよび１２９ｂは、例えば、アルミニウム（Ａｌ）、チタニウム（Ｔｉ）、白金（Ｐ
ｔ）およびニッケル（Ｎｉ）のうちの少なくとも１つを含む金属層であり、真空蒸着法を
用いて形成される。
【００６７】
　ｎ側電極１３０ａは、発光体１２０ａの非発光部１２０ｎにおいて、ｎ形半導体層１２
１に電気的に接続される。ｎ側電極１３０ｂは、発光体１２０ｂの非発光部１２０ｎにお
いてｎ形半導体層１２１に電気的に接続される。ｎ側電極１３０ａおよび１３０ｂは、例
えば、アルミニウム（Ａｌ）を含む金属層である。
【００６８】
　発光体１２０ａおよび１２０ｂは、接合層１４０および絶縁層１５０を介して基板１１
０の上に設けられる。接合層１４０は、基板１１０と絶縁層１５０との間に設けられ、導
電性を有する。接合層１４０は、例えば、ハンダ材などの接合金属を含む。絶縁層１５０
は、例えば、シリコン酸化層である。
【００６９】
　一方のｐ側コンタクト層１２７およびｐ側キャップ層１２９ａは、絶縁層１５０と発光
体１２０ａとの間に設けられる。他方のｐ側コンタクト層１２７およびｐ側キャップ層１
２９ｂは、絶縁層１５０と発光体１２０ｂとの間に設けられる。ｎ側電極１３０ａは、発
光体１２０ａの非発光部１２０ｎと、絶縁層１５０と、の間に設けられる。ｎ側電極１３
０ｂは、発光体１２０ｂの非発光部１２０ｎと、絶縁層１５０と、の間に設けられる。
【００７０】
　さらに、半導体発光装置４は、配線１３１、１３３、１３５およびｐ側ボンディングパ
ッド１７０を含む。配線１３１は、発光体１２０ａとｐ側ボンディングパッド１７０とを
電気的に接続する。配線１３３は、発光体１２０ａと発光体１２０ｂとを電気的に接続す
る。配線１３５は、発光体１２０ｂと基板１１０とを電気的に接続する。配線１３１、１
３３および１３５は、例えば、アルミニウム（Ａｌ）を含む金属層である。
【００７１】
　配線１３１は、絶縁層１５０中に設けられ、基板１１０から電気的に絶縁されている。
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配線１３１は、ｐ側キャップ層１２９ａに接続される。また、配線１３１は、導電体１３
７を介してｐ側ボンディングパッド１７０に電気的に接続される。導電体１３７は、絶縁
層１５０に形成されたコンタクトホール中に設けられる。
【００７２】
　配線１３３は、絶縁層１５０中に設けられ、基板１１０から電気的に絶縁されている。
配線１３３は、ｎ側電極１３０ａと、ｐ側キャップ層１２９ｂと、に接続される。
【００７３】
　配線１３５は、ｎ側電極１３０ｂと接合層１４０とを介して発光体１２０ｂと基板１１
０とを電気的に接続する。配線１３５は、絶縁層１５０中に設けられ、基板１１０から電
気的に絶縁されている。配線１３５は、ｎ側電極１３０ｂに接続される。また、配線１３
５は、導電体１３９を介して接合層１４０に電気的に接続される。導電体１３９は、絶縁
層１５０に形成されたコンタクトホール中に設けられる。
【００７４】
　このように、半導体発光装置４は、ｐ側ボンディングパッド１７０と基板１１０との間
において直列接続された発光体１２０ａおよび１２０ｂを備える。半導体発光装置４では
、ｎ側ボンディングパッドを省くことにより、チップ面に占める発光領域の面積を拡大す
ることができる。この例では、発光体１２０ａは、発光体１２０ｂに直接接続されるが、
発光体１２０ａと発光体１２０ｂとの間に別の発光体１２０を介在させ、３つ以上の発光
体１２０を直列接続しても良い。
【００７５】
　図１０は、第３実施形態の変形例に係る半導体発光装置５を示す模式断面図である。半
導体発光装置５は、基板１１０と、発光体１２０ａと、発光体１２０ｂと、を備える。こ
の例では、発光体１２０ａおよび１２０ｂは、基板１１０と、ｎ側ボンディングパッド１
８０と、の間において直列接続される。
【００７６】
　図１０に示すように、発光体１２０ａは、導電体１４１および接合層１４０を介して基
板１１０に電気的に接続される。導電体１４１は、絶縁層１５０に形成されたコンタクト
ホール中に設けられ、ｐ側キャップ層１２９ａおよび接合層１４０に接する。
【００７７】
　配線１３３は、ｎ側電極１３０ａおよびｐ側キャップ層１２９ｂに接続され、発光体１
２０ａと発光体１２０ｂとを電気的に接続する。配線１３５は、発光体１２０ｂとｎ側ボ
ンディングパッド１８０とを電気的に接続する。配線１３５は、発光体１２０ｂのｎ形半
導体層１２１に電気的に接続されたｎ側電極１３０ｂに接続される。また、配線１３５は
、導電体１４３を介してｎ側ボンディングパッド１８０に電気的に接続される。導電体１
４３は、絶縁層１５０に形成されたコンタクトホール中に設けられ、配線１３５およびｎ
側ボンディングパッド１８０に接する。
【００７８】
　このように、半導体発光装置４では、ｐ側ボンディングパッドを省くことにより、チッ
プ面に占める発光領域の面積を拡大することができる。また、発光体１２０ａと発光体１
２０ｂとの間に別の発光体１２０を介在させ、３つ以上の発光体１２０を直列接続しても
良い。
【００７９】
　［第４実施形態］
　図１１は、第４実施形態に係る半導体発光装置６を示す模式断面図である。半導体発光
装置６は、発光体２２０ａと、発光体２２０ｂと、を備える。発光体２２０ａおよび２２
０ｂは、例えば、窒化物半導体を含む。
【００８０】
　発光体２２０ａおよび２２０ｂは、ｎ形半導体層２２１、発光層２２３およびｐ形半導
体層２２５をそれぞれ含む。発光層２２３は、ｎ形半導体層２２１とｐ形半導体層２２５
との間に設けられる。発光体２２０ａおよび２２０ｂは、例えば、接合層２４０および絶
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縁層２５０を介して基板２１０の上に設けられる。発光体２２０ａおよび２２０ｂの基板
２１０とは反対側の表面２２０ｓは、粗面化される。
【００８１】
　基板２１０は、導電性を有する。基板２１０の裏面側には、金属層２１５が設けられる
。基板２１０は、例えば、シリコン基板である。接合層２４０は、例えば、ハンダ材など
の接合金属を含み、導電性を有する。絶縁層２５０は、例えば、シリコン酸化層である。
金属層２１５は、例えば、チタニウム（Ｔｉ）、白金（Ｐｔ）、金（Ａｕ）を含む。
【００８２】
　半導体発光装置６は、ｐ側電極２３０ａ、２３０ｂ、ｎ側電極２６０ａ、２６０ｂおよ
び絶縁層２７０をさらに備える。ｐ側電極２３０ａは、発光体２２０ａのｐ形半導体層２
２５に電気的に接続される。ｐ側電極２３０ｂは、発光体２２０ｂのｐ形半導体層２２５
に電気的に接続される。ｐ側電極２３０ａおよび２３０ｂは、それぞれｐ側コンタクト層
２３１とｐ側キャップ層２３３とを含む。ｐ側コンタクト層２３１は、ｐ形半導体層２２
５に電気的に接続される。ｐ側キャップ層２３３は、ｐ形半導体層２２５の表面上におい
てｐ側コンタクト層２３１を覆う。
【００８３】
　絶縁層２７０は、ｐ側電極２３０ａおよび２３０ｂをそれぞれ覆う。絶縁層２７０は、
ｐ側電極２３０ａとｎ側電極２６０ａとの間を電気的に絶縁する。また、絶縁層２７０は
、ｐ側電極２３０ｂとｎ側電極２６０ｂとの間を電気的に絶縁する。
【００８４】
　ｎ側電極２６０ａおよび２６０ｂは、絶縁層２５０と絶縁層２７０との間に設けられる
。ｎ側電極２６０ａは、発光体２２０ａに設けられたリセス部２６１ａを介してｎ形半導
体層２２１に電気的に接続される。ｎ側電極２６０ｂは、発光体２２０ｂに設けられたリ
セス部２６１ｂを介してｎ形半導体層２２１に電気的に接続される。リセス部２６１ａお
よび２６１ｂは、ｐ形半導体層２２５および発光層２２３を貫通し、ｎ形半導体層２２１
に至る深さを有するように設けられる。絶縁層２７０は、発光体２２０ａおよび２２０ｂ
のそれぞれにおいて、リセス部２６１ａおよび２６１ｂの内壁に沿って延在し、発光層２
２３およびｐ形半導体層２２５をｎ側電極２６０ａおよび２６０ｂから電気的に絶縁する
。
【００８５】
　ｎ側電極２６０ａおよび２６０ｂは、例えば、ｎ側コンタクト層２６５と埋め込み層２
６７とをそれぞれ含む。ｎ側コンタクト層２６５は、例えば、アルミニウム（Ａｌ）層と
、ニッケル（Ｎｉ）層と、銅（Ｃｕ）層と、を含む多層構造を有する。アルミニウム（Ａ
ｌ）層は、ｎ形半導体層２２１に接し、電気的に接続される。銅（Ｃｕ）層は、例えば、
Ｃｕメッキのシード層として機能する。埋め込み層２６７は、例えば、Ｃｕメッキ層であ
る。
【００８６】
　半導体発光装置６は、ｐ側ボンディングパッド２８０と、配線２９０と、導電体２９５
と、をさらに備える。ｐ側ボンディングパッド２８０は、ｐ側電極２３０ａの延出部２３
３ｅａの上に設けられる。延出部２３３ｅａは、絶縁層２７０に沿って発光体２２０ａの
外側に延出したｐ側キャップ層２３３の一部である。
【００８７】
　配線２９０は、発光体２２０ａと発光体２２０ｂとを電気的に接続する。配線２９０は
、絶縁層２７０中に設けられ、ｐ側電極２３０ｂの延出部２３３ｅｂおよびｎ側電極２６
０ａに接続される。延出部２３３ｅｂは、絶縁層２７０に沿って発光体２２０ｂの外側に
延出したｐ側キャップ層２３３の一部である。すなわち、配線２９０は、ｐ側電極２３０
ｂとｎ側電極２６０ａとを電気的に接続する。
【００８８】
　導電体２９５は、接合層２４０を介して基板２１０に電気的に接続される。また、導電
体２９５は、ｎ側電極２６０ｂを介して発光体２２０ｂに電気的に接続される。導電体２
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９５は、絶縁層２５０に形成されたコンタクトホール中に形成され、接合層２４０および
ｎ側電極２６０ｂに接する。
【００８９】
　この例では、発光体２２０ａおよび発光体２２０ｂは、ｐ側ボンディングパッド２８０
と基板２１０との間において直列接続される。実施形態は、これに限定される訳ではなく
、発光体２２０ａと発光体２２０ｂとの間に別の発光体２２０を介在させ、３つ以上の発
光体２２０を直列接続しても良い。
【００９０】
　上記の第１～第４実施形態に係る半導体発光装置１～６では、チップ面に配置されるボ
ンディングパッドの面積を縮小し、発光領域の面積、すなわち、発光体の占有面積を大き
くすることができる。さらに、発光体において発生するジュール熱を、導電性を有する基
板を用いることにより効率良く放散させることができる。例えば、サファイアなどの絶縁
基板上に発光体２０を設けた場合には、放熱性が阻害され、発光体２０の発光効率および
信頼性の低下を招く場合がある。また、窒化アルミニウムなどの熱伝導率の高い基板を用
いることもできるが、それらは高価である。
【００９１】
　なお、本願明細書において、「窒化物半導体」とは、ＢｘＩｎｙＡｌｚＧａ１－ｘ－ｙ

－ｚＮ（０≦ｘ≦１、０≦ｙ≦１、０≦ｚ≦１、０≦ｘ＋ｙ＋ｚ≦１）のIII－Ｖ族化合
物半導体を含み、さらに、Ｖ族元素としては、Ｎ（窒素）に加えてリン（Ｐ）や砒素（Ａ
ｓ）などを含有する混晶も含むものとする。また、上記の組成において、導電型などの各
種の物性を制御するために添加される各種の元素をさらに含むもの、及び、意図せずに含
まれる各種の元素をさらに含むものも、「窒化物半導体」に含まれるものとする。
【００９２】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その
他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の
省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や
要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる
。
【符号の説明】
【００９３】
　１～６・・・半導体発光装置、　１０、１００、１１０、２１０・・・基板、　１５、
４１、４３、４７、４９、１１５、２１５・・・金属層、　２０、２０ａ、２０ｂ、２０
ｃ、２０ｄ、２０ｅ、２０ｘ、２０ｙ、１２０ａ、１２０ｂ、２２０ａ、２２０ｂ・・・
発光体、　２０ｓ、１２０ｓ、２２０ｓ・・・表面、　２１、１２１、２２１・・・ｎ形
半導体層、　２３、１２３、２２３・・・発光層、　２５、１２５、２２５・・・ｐ形半
導体層、　２７、１２７、２３１・・・ｐ側コンタクト層、　２９・・・配線部、　３０
、３０ａ、３０ｂ、３０ｃ、３０ｄ、３０ｅ、３０ｈ、３０ｘ、３０ｙ、２３０ａ、２３
０ｂ・・・ｐ側電極、　３０ｋ、４０ｇ・・・延在部、　３０ｐ・・・外縁、　３１、５
０ａ・・・コンタクトホール、　３３、５０、１５０、２５０、２７０・・・絶縁層、　
３５、６５ａ、１３１、１３３、１３５、２９０・・・配線、　３７・・・分離溝、　４
０、１４０、２４０・・・接合層、　４５、１３７、１４１、１４３、２９５・・・導電
体、　６０、６５、１８０・・・ｎ側ボンディングパッド、　７０、１７０、２８０・・
・ｐ側ボンディングパッド、　８１、２６１ａ、２６１ｂ・・・リセス部、　８３、１３
０ａ、１３０ｂ、２６０ａ、２６０ｂ・・・ｎ側電極、　１２０ｅ・・・発光部、　１２
０ｎ・・・非発光部、　１２９ａ、１２９ｂ、２３３・・・ｐ側キャップ層、　２３３ｅ
ａ、２３３ｅｂ・・・延出部、　２６５・・・ｎ側コンタクト層、　２６７・・・埋め込
み層、　ＤＬ・・・ダイシングライン、　ＧＡ、ＧＢ・・・発光体群
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